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Radio frequency (RF) energy is widely used in various fields. Traditional construction of 
transistor-based RF generators utilizes specialized costly RF transistors. In this study an RF 
generator has been constructed using standard non-specialized MOSFETs and Current Mode 
Class D circuit. 

 
Высокочастотная энергия находит широкое применение в различных обла-

стях науки и промышленности. Радиоволны мегагерцового диапазона использу-
ются в различных технологических процессах, например в системах плазменного 
обеззараживания [1]. Обычно генераторы высокочастотной энергии выполня-
ются на основе электронных ламп или высокочастотных транзисторов [2]. Тран-
зисторные генераторы компактны, удобны в использовании и обладают повы-
шенным КПД, но обычно конструируются на основе специализированных высо-
кочастотных транзисторных сборок, что значительно повышает стоимость гене-
ратора.  

В нашей работе исследовалась возможность создания мощного ВЧ генератора 
на основе неспециализированных полевых (MOSFET) транзисторов широкого 
применения. Отдельные модели современных полевых транзисторов обладают 
временами переключения и задержки порядка единиц и десятков наносекунд, а 
также низким зарядом затвора. Это может позволить им генерировать значитель-
ную мощность на мегагерцовых частотах промышленного высокочастотного 
диапазона (ISM): 6,78 МГц, 13,56 МГц, 27,12 МГц, 40,68 МГц. При этом чем 
меньше времена переключения, задержки и заряд затвора транзистора, тем выше 
может быть его рабочая частота.  

В ходе данного исследования был сконструирован высокочастотный генера-
тор на основе полевых транзисторов IRFB4020 фирмы Infineon. Транзисторы вы-
полнены в стандартном корпусе TO-220AB и обладают следующими парамет-
рами: максимальное напряжение сток-исток 200 В, максимальный непрерывный 
ток стока 18 А, время нарастания/спада 12/6,3 нс, время задержки включения/вы-
ключения 7,8/16 нс, заряд затвора 18 нКл. Исходя из этих параметров, рабочей 
частотой генератора была выбрана 13,56 МГц.  
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Для обеспечения наивысшего КПД генератор выполнен по ключевой двух-
тактной схеме CMCD (Current Mode Class D, рис. 1), которая обеспечивает пере-
ключение транзисторов в ноле напряжения и подавление высших гармоник вы-
ходного сигнала [1]. Тактовый сигнал с частотой 13,56 МГц усиливается высоко-
скоростными микросхемами управления затворами и обеспечивает на затворах 
транзисторов прямоугольные сигналы. При этом коэффициент заполнения 
управляющих сигналов подобран так, чтобы обеспечить необходимое мертвое 
время (dead-time) между переключениями транзисторов, и таким образом сни-
зить возникающие на них перенапряжения.  

 

 
Рис. 1. Схема CMCD. L1, L2 – высокочастотные дроссели, Q1, Q2 – полевые транзи-
сторы, L, C – элементы фильтрующего контура, T1 – согласующий трансформатор, 

Rload – сопротивление нагрузки 
 
Сконструированный генератор обеспечивает необходимую мощность на 

нагрузке 50 Ом, что упрощает согласование и позволяет использовать стандарт-
ные высокочастотные 50-омные компоненты. 
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